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InGaZnO4 (IGZO) に代表される透明アモルファス酸化物半導体（Transparent Amorphous Oxide 
Semiconductor: TAOS）材料は，高移動度かつ大面積への均一な膜形成が可能であることから1)次世

代フラットパネルディスプレイ用半導体材料として実用化が始まっている．TAOSを用いた薄膜ト

ランジスタ（Thin Film Transistor: TFT）において移動度，信頼性を確保するためには，その酸化物

半導体薄膜の電子構造を明らかにすることが重要である．そのため，単膜やC-V素子を用いた電子

構造の評価が報告されている2)，3)．しかしながら，TFT特性はバックチャネル領域の電子状態の影

響も受けるため，この領域を含めた電子構造評価が重要となる． 

我々は，バックチャネル側のチャネルの電子状態を含めて評価可能なPhotoinduced Transient 
Spectoroscopy (PITS) 法4)を適用し，IGZO薄膜の電子状態評価を行ってきた5)．本研究では，LNBTS
（Light，Negative Bias and Temparature Stress）下でのTFT素子の電子状態変化をPITS法を用いて直

接評価した．Fig. 1，2はそれぞれLNBTS印加前後のTFTのId-Vg特性，およびPITSスペクトルである．

LNBTSによりTFTの閾値電圧は負側へシフトした．同時に，PITSスペクトルは，LNBTS前に存在

する100 K，150 K近傍のピークがLNBTSにより大幅に増加している．LNBTSによるTFTの閾値電

圧変動がこの準位の増加に起因することが示唆される結果を得た． 

 

Fig. 1：Id-Vg curves before and after LNBTS. 

 

Fig. 2：PITS spectra before and after LNBTS. 
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